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n-NOSもこれ らの制御に強 く関与す ることが明
らかとな り,これ らのことか ら血管内皮細胞 にお
けるレーザー照射は血管内皮細胞の一酸化窒素合
成を促進 し,血管拡張や細胞機能の維持に関与す
ることが示唆 された。今後,レ ーザー照射におけ
る一酸化窒素 と活性酸素 との関連,さ らに窒素酸
化物による影響 についても検索す る予定である。
3)レ ーザ ー照射 が血管 内皮細胞の一 酸化 窒素
合 成に及 ぼす影 響
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【目 的】近年,レ ーザ ー照射 が フ リー ラジカル
を変 化 させ,細 胞活性 に影響 を与 える ことが報告
され てい る。 しか し,レ ーザー照射 によ りどのよ
うな種 類 の合成 酵素,消 去 酵素 が細 胞 内で働 き,
酸化 ス トレスの制御 が行われ てい るの かにつ いて
は明 らかにな って いない。今回,出力の異 な るレー
ザ ー照射 後の,血 管 内皮細胞 にお ける一 酸化窒素
合成酵素 の動態変化 につい て形 態学的 に検 索 した。
【方 法 】 血 管 内 皮 細 胞(HUVEC)を37℃,
5%CO2存在 下 に て培 養 し,半 導 体 レー ザ ー を照
射 条 件 を変 え て照 射 した。 非 照 射 群(control),
低 出力照射群(lowfluence),高出力照射 群(high
fluence)の3群にわけ,血 管 内皮細胞 にお け る24
時 間 後 の 一 酸 化 窒 素 合 成 酵 素NOS(i-NOS,
e-NOS,n-NOS)の発現 を免疫 酵素抗 体法 を用 い
て観察 した。
【結 果 】lowfluenceでは 血 管 内 皮 細 胞 の
n-NOS,e-NOS発現 は 増 加 した が,iーNOSは
著 明な変化が見 られ なか った。highfluenceでは
血管 内皮細胞のi-NOS,e-NOS発現 はわずか に
増加 したが,n-NOSに おい て はあ ま り変化 が認
め られなか った。
【考 察 】出力の異 な るレーザー照射後 の,血 管
内皮細胞 にお ける 一酸化窒素合成 酵素 の変 化 につ
いて形態 学的 に検索 した結果,血 管内皮細胞 で は
lOWfluence,highfluence照射 と もe-NOSが 中
心 に ラ ジ カ ル 制 御 し,lowfluence照射 群 で は
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